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1. Фазові рівноваги і властивості фаз у квазіпотрійних системах, утворених халькогенідами елементів 3d- та
Ib, IIb, IIIa, IVa,b підгруп

2. Phase Equilibria and Properties in the Quasi-ternary Systems Formed by the Chalcogenides of 3d- and Ib, IIb,
IIIa, IVa,b Elements

Реферат:
1. На основі результатів РФА, РСА, МСА побудовано ізотермічні перерізи діаграм стану 9 квазіпотрійних
систем при 298 K, 11 подвійних систем (8 - при 870 К, 3 - при 670 К). Вперше побудовано діаграми стану 11
систем AICIIIX2-DIVX2 (6 - квазібінарні, 5 частково квазібінарні). Виявлено 35 тетраpних халькогенідів, з яких
27 є новими сполуками. Рентгенівським методом порошку вивчено кристалічну структуру 32 сполук, які
кристалізуються у семи структурних типах, один з яких є новим (Cu2MnZrS4 і Cu2MnZrSe4 (ПГ P3m1, CT
Cu2MnZrS4)). Визначено взаємозв'язки структур тетрарних сполук із бінарними аналогами чи простими
речовинами. Визначено області гомогенності проміжних фаз досліджених систем та твердих розчинів на
основі AICIIIX2. Уточнено кристалічну структуру 37 складів твердих розчинів. З'ясовано механізм утворення
твердих розчинів. Вирощено 6 монокристалів тетрарних халькогенідів. Легуюча домішка (Mn) при вмісті
наближеному до концентрації дефектів (N=2,0•10 20см-3) покращує оптичну якість монокристалів



AgGaGe3Se8, понижуючи поглинання в області прозорості до К 16 см-1. На основі явища
радіаційностимульованої дифузії, яке дозволяє зменшувати поглинання К 10 см-1, запропонована методика
"радіаційного відпалу" для просвітлення AgGaGe3Se8. Сплави системи AgCd2-xMnxGaS4 є фоточутливими
матеріалами у діапазоні 530-610 нм, що дозволяє застосовувати ці речовини, як фотоелементи. Сполуки
Ag0,5Cr0,5Ti0,5S2, CuCrTiS4, Cu2CrZr3S8, Cu2MnZr3S8, Cu2FeZr3S8, Cu2CoZr3S8, Cu2NiZr3S8 можна
використовувати у якості електродоактивних речовин графітопастових сенсорів. Поріг чутливості таких
електродів при потенціометричному визначенні Сu2+ сягає 10-9 М, для Ag+ 5,0·10-6 М.

2. Using XRD and microstructure analysis results, isothermal sections of the phase diagrams of 9 quasi-ternary
systems at 298 K were constructed. Phase equilibria in 11 quasi-binary systems were investigated (of which 8 at 870
К, and 3, at 670 К). Phase diagrams of 11 systems were constructed for the first time (of these, 6 are quasi-binary,
and 5 are partially quasi-binary). We discovered 35 quaternary chalcogenides of which 27 are new compounds. The
crystal structure of 32 compounds was investigated by X-ray powder method. They crystallize in seven structure
types, one of which is a new type (Cu2MnZrS4 and Cu2MnZrSe4 (space group P3m1, structure type Cu2MnZrS4)).
The genesis of the structure of the quaternary compounds to the binary analogs and elementary sybstances was
studied. The homogeneity regions of the intermediate phases of the systems and of the solid solution ranges of
AICIIIX2 compounds were determined. The crystal structure of 37 solid solutions was refined. The mechanism of
the formation ofthese phases was determined. Six single crystals of quaternary chalcogenides were grown. The
dopant, Mn, with the content close to the intrinsic defect concentration (N=2,0•1020 cm-3) improves the optical
quality of the AgGaGe3Se8 crystals by decreasing the absorption in the transparency region to К 16 cm-1. Using
the radiation-induced diffusion that allows us to decrease the absorption К 10 cm-1, we developed the technique
of "radiation annealing" for the clarifying of AgGaGe3Se8. The AgCd2-xMnxGaS4 alloys are photosensitive
materials in the 530-610 nm range. This allows the use of these materials as photoelements. The
Ag0,5Cr0,5Ti0,5S2, CuCrTiS4, Cu2CrZr3S8, Cu2MnZr3S8, Cu2FeZr3S8, Cu2CoZr3S8 and Cu2NiZr3S8 compounds
may be used as electrode-active substnaces in graphite-paste sensors. The sensitivity limits of such electrodes in
the potentiometric determination of Сu2+ are 10-9 М, that for Ag+ is 5.0·10-6 М.
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